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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板、
　前記絶縁基板上に形成されている第１配線、
　前記絶縁基板上に形成され、前記第１配線と絶縁されて交差している第２配線、
　前記第１配線と前記第２配線が交差して定義する画素領域ごとに形成され、切開部によ
って複数の小部分に分割されている第１及び第２画素電極、
　前記第１配線と前記第２配線が交差して定義される画素領域ごとに形成され、前記第１
及び第２画素電極の切開部の少なくとも一部と重畳する部分を有するとともに、前記第１
及び第２画素電極の一部と重畳する方位制御電極と、
　前記方位制御電極、前記第１配線及び前記第２配線に３端子が各々連結されている方位
制御電極用薄膜トランジスタを含み、
　第１画素電極と第２画素電極が形成される層は、方位制御電極が形成される層と異なる
薄膜トランジスタ表示板。
【請求項２】
　前記第１画素電極、前記第１配線及び前記第２配線に３端子が各々連結されている第１
画素電極用薄膜トランジスタをさらに含む請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項３】
　前記第２画素電極、前記第１配線及び前記第２配線に３端子が各々連結されている第２
画素電極用薄膜トランジスタをさらに含む請求項２に記載の薄膜トランジスタ表示板。
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【請求項４】
　前記第１画素電極用薄膜トランジスタは、次段の前記第１配線、次段の前記第２配線及
び前記第１画素電極と連結されており、
　前記第２画素電極用薄膜トランジスタは、前段の前記第１配線、次段の前記第２配線及
び前記第１画素電極と連結されており、
　前記方位制御電極用薄膜トランジスタは、前段の前記第１配線、前段の前記第２配線及
び前記方位制御電極と連結されている請求項３に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項５】
　前記第２配線と絶縁されて交差している第３配線をさらに含む請求項３に記載の薄膜ト
ランジスタ表示板。
【請求項６】
　前記第１画素電極用薄膜トランジスタは、次段の前記第１配線、次段の前記第２配線及
び前記第１画素電極と連結されており、
　前記第２画素電極用薄膜トランジスタは、前段の前記第１配線、次段の前記第２配線及
び前記第１画素電極と連結されており、
　前記方位制御電極用薄膜トランジスタは、前段の前記第１配線、前記第３配線及び前記
方位制御電極と連結されている請求項５に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項７】
　前記第１画素電極用薄膜トランジスタは、次段の前記第１配線、次段の前記第２配線及
び前記第１画素電極と連結されており、
　前記第２画素電極用薄膜トランジスタは、前段の前記第１配線、前記第３配線及び前記
第１画素電極と連結されており、
　前記方位制御電極用薄膜トランジスタは、前段の前記第１配線、前段の前記第２配線及
び前記方位制御電極と連結されている請求項５に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項８】
　前記方位制御電極は、前記第１画素電極の切開部及び前記第２画素電極の切開部と重畳
している請求項１に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項９】
　前記第２画素電極の切開部は、前記第２画素電極を上下に両分する横方向切開部と横方
向切開部を中心にして反転対称をなす第１斜線方向切開部を有し、前記第１画素電極は、
前記横方向切開部を中心にして反転対称をなす第２斜線方向切開部を有する請求項１に記
載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１０】
　前記第１及び第２画素電極は、前記横方向切開部を中心にして反転対称をなす請求項９
に記載の薄膜トランジスタ表示板。
【請求項１１】
　前記第２配線と絶縁されて交差しており、前記第１画素電極と前記第２画素電極との間
に配置されている電極を有する第３配線をさらに含む請求項９に記載の薄膜トランジスタ
表示板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、特に広視野角を得るために画素領域を複数のドメインに
分割した垂直配向液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、一般に共通電極とカラーフィルター等が形成されている上部表示板と
、薄膜トランジスタと画素電極等が形成されている下部表示板との間に液晶物質を注入し
、画素電極と共通電極に互いに異なる電位を印加して電界を形成し液晶分子の配列を変更
させ、これにより光の透過率を調節して画像を表現する装置である。
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【０００３】
　ところが、液晶表示装置は視野角が狭いのが大きな短所である。このような短所を克服
するために、視野角を広くするための様々な方案が模索されているが、その中でも液晶分
子を上下表示板に対し垂直に配向し、画素電極とその対向電極である共通電極に一定の切
開パターンを形成したり、突起を形成する方法が有力視されている。垂直配向に用いられ
る液晶物質は、負の誘電率異方性を示すＴＮ液晶物質が普通である。このため、電界を印
加すると長軸が電界に対して直角の方向、つまり電極と平行に傾くが、この傾きの方位は
電極周辺の電界、つまりフリンジフィールドの方位に従う。この現象を有効に使うには、
実効的に細長い電界ドメインを使うことが望ましい。
【０００４】
　切開パターンを形成する方法として、画素電極と共通電極に各々切開パターンを形成し
、これらの切開パターンにより形成されるフリンジフィールドを利用して液晶分子が横に
なる方位を調節することで視野角を広くする方法がある。
【０００５】
　突起を形成する方法は、上下基板上に形成されている画素電極と共通電極上に各々、電
極面または誘電体の突起を形成することで、突起により歪曲される電場を利用して液晶分
子の横になる方位を調節する方式である。
【０００６】
　その他の方法として、下部基板上に形成されている画素電極には切開パターンを形成し
、上部基板に形成されている共通電極上には突起を形成し、切開パターンと突起により形
成されるフリンジフィールドを利用して液晶の横になる方位を調節することでドメインを
形成する方式がある。
【０００７】
　視野角を広くする様々な方法の中で、共通電極に切開パターンを形成する方法は、共通
電極をパターニングするために別途のマスクが必要である。よって、色フィルター上にオ
ーバーコート膜がない構造では、色フィルターの顔料が液晶物質に影響を及ぼすことにな
るため、色フィルター上にオーバーコート膜を形成する必要がある。そのため、パターニ
ングされた電極の縁で激しい前傾、段差が生じる等の問題がある。また、突起を形成する
方法でも、突起を形成するための別途の工程を必要としたり、既存の工程を変形しなけれ
ばならないため液晶表示装置の製造方法が複雑になる問題がある。さらに、突起や切開部
によって開口率が減少する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が目的とする技術的課題は、製造工程が単純で、安定した多重ドメインを形成す
る液晶表示装置を提供することにある。本発明の他の技術的課題は、安定した多重ドメイ
ンを形成するために切開部と方位制御電極及び結合電極の配置を最適化することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような課題を解決するために本発明では、一つの画素領域に画素電極２個を分離し
て配置し、方位制御電極をこれら画素電極の切開部に配置させる。
【００１０】
　具体的には絶縁基板、前記絶縁基板上に形成されている複数の第１配線、前記絶縁基板
上に形成され、前記第１配線と絶縁されて交差している複数の第２配線、前記第１配線と
前記第２配線が交差して定義する画素領域ごとに形成され、切開部によって複数の小部分
に分割されている第１及び第２画素電極、前記第１配線と前記第２配線が交差して定義す
る画素領域ごとに形成され、前記第１及び第２画素電極の切開部の少なくとも一部と重複
する部分を有する方位制御電極、前記方位制御電極と前記第１配線及び前記第２配線に３
端子が各々連結されている方位制御電極用薄膜トランジスタを含む薄膜トランジスタ表示
板を用意する。
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【００１１】
　この時、前記第１画素電極と前記第１配線及び前記第２配線に３端子が各々連結されて
いる第１画素電極用薄膜トランジスタをさらに含むことができ、前記第１画素電極と前記
第１配線及び前記第２配線に３端子が各々連結されている第２画素電極用薄膜トランジス
タをさらに含むことができる。
【００１２】
　ここで、前記第１画素電極用薄膜トランジスタは、次段の前記第１配線と次段の前記第
２配線及び前記第１画素電極に連結されており、前記第２画素電極用薄膜トランジスタは
前段の前記第１配線と次段の前記第２配線及び前記第１画素電極に連結されており、前記
方位制御電極用薄膜トランジスタは前段の前記第１配線と前段の前記第２配線及び前記方
位制御電極に連結できる。
【００１３】
　また、前記第２配線と絶縁されて交差している第３配線をさらに含むことができる。こ
の時、前記第１画素電極用薄膜トランジスタが次段の前記第１配線と次段の前記第２配線
及び前記第１画素電極に連結されていて、前記第２画素電極用薄膜トランジスタが前段の
前記第１配線と次段の前記第２配線及び前記第１画素電極に連結されていて、前記方位制
御電極用薄膜トランジスタが前段の前記第１配線と前記第３配線及び前記方位制御電極に
連結されいるか、或いは、前記第１画素電極用薄膜トランジスタは次段の前記第１配線と
次段の前記第２配線及び前記第１画素電極に連結されていて、前記第２画素電極用薄膜ト
ランジスタは前段の前記第１配線と前記第３配線及び前記第１画素電極に連結されていて
、前記方位制御電極用薄膜トランジスタが前段の前記第１配線と前段の前記第２配線及び
前記方位制御電極に連結されていることができる。
【００１４】
　また、前記方位制御電極は前記第１画素電極の切開部とのみ重畳しているが、前記第１
画素電極に連結され、前記第２画素電極の切開部と重複する結合電極をさらに含んだり、
前記方位制御電極は前記第１画素電極の切開部及び前記第２画素電極の切開部と重複でき
る。
【００１５】
　また、前記第２画素電極の切開部は、前記第２画素電極を上下に両分する横方向の切開
部と横方向切開部を中心にして反転対称をなす第１斜線方向の切開部を有し、前記第１画
素電極は前記横方向の切開部を中心にして反転対称をなす第２斜線方向切開部を有するこ
とができる。そして、前記第１及び第２画素電極は前記横方向切開部を中心にして反転対
称をなすことができる。この時、前記第２配線と絶縁されて交差し、前記第１画素電極と
前記第２画素電極との間に配置されている電極を有する第３配線をさらに含むことができ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明では、方位制御電極を利用してドメインの安定性を向上させ、一つの画素領域内
に互いに異なる電圧が印加される二つの画素電極を設けることで側面視認性を向上できる
。　
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　添付した図面を参照して本発明の実施例に対して本発明の属する技術分野における通常
の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な形
態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００１８】
　図面は、各種の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一図面符号を付けている。層、膜、領域、板など
の部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に限
らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上
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に”あるとする時は、中間に他の部分がないことを意味する。
【００１９】
　　以下、図面を参照して本発明の実施例による多重ドメイン液晶表示装置について説明
する。図１は本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置
図であり、図２と図３は各々図１のＩＩ-ＩＩ’線とＩＩＩ-ＩＩＩ’線に沿った断面図で
あり、図４は本発明の第１実施例による液晶表示装置回路図である。
【００２０】
　本発明の第１の実施例による液晶表示装置は、薄膜トランジスタ表示板とこれと対向す
る色フィルター表示板及びこれらの間に注入されている液晶層で構成される。
【００２１】
　薄膜トランジスタ表示板には、ゲート線１２１とデータ線１７１が交差して画素領域を
定義しており、基準電位（Ｖｃｏｍ）が印加される維持電極線１３１ａ、１３１ｂが主に
ゲート線１２１と平行に形成されている。この時、ゲート線１２１を通じて走査信号が伝
達され、データ線１７１を通じて画像信号が伝達され、維持電極線１３１ａ、１３１ｂに
は基準電位が印加される。
【００２２】
　各画素領域には、ゲート線１２１に連結されているゲート電極１２３ｃ、データ線１７
１に連結されているソース電極１７３ｃ及び方位制御電極１７８に連結されているドレー
ン電極１７５ｃを有する方位制御電極用薄膜トランジスタが一つずつ形成されている。
【００２３】
　また、各画素領域には二つの画素電極１９０ａ、１９０ｂが形成され、方位制御電極１
７８は二つの画素電極１９０ａ、１９０ｂと容量性結合をし、これらの間の静電容量はＣ
ｄｃｅａとＣｄｃｅｂと表示する。両画素電極１９０ａ、１９０ｂは、色フィルター表示
板の共通電極２７０との間に液晶蓄電器を形成し、その静電容量は各々ＣｌｃａとＣｌｃ
ｂと表示する。また、方位制御電極１７８は維持電極線１３１ａ、１３１ｂとの間に維持
蓄電器を形成し、その静電容量はＣｓｔと表示する。
【００２４】
　画素電極１９０ａ、１９０ｂは浮遊し、方位制御電極１７８との容量性結合によるカッ
プリング電圧が印加される。
【００２５】
　本発明による液晶表示装置の画素電極１９０ａ、１９０ｂは、切開部１９２ａ、１９２
ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを有し、この切開部１９２ａ、１９２ｂ、
１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを通じて方位制御電極１７８による電界が横に
広がるように方位制御電極１７８と切開部１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１
９５ａ、１９５ｂが重なっている。切開部１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１
９５ａ、１９５ｂを通じて広がる方位制御電極１７８の電界によって液晶分子が電気的プ
レチルトを有する、つまり電解により液晶分子が傾きを有するようになる。そして、電気
的プレチルトを有する液晶分子は、画素電極の電界が印加されると、乱れることなく電気
的プレチルトにより定められた方位へ速やかに配向される。
【００２６】
　ところが、方位制御電極の電界によって液晶分子が電気的プレチルトを有するためには
、共通電極に対する方位制御電極の電位差（以下、方位制御電極電圧という。）が共通電
極に対する画素電極の電位差（以下、画素電極電圧という。）に比べて一定値以上大きい
ことが必要である。本発明による液晶表示装置では、画素電極を浮遊状態にし、方位制御
電極との容量性結合によるカップリング電圧が印加されるようにすることで前記のような
条件を容易に満足させることができる。その理由について図４を参照して説明する。
【００２７】
　方位制御電極電圧Ｖｄｃｅはドレーン電極電圧Ｖｄと同一であるので、電圧分配法則に
よって第１画素電極１９０ａの電圧Ｖａは、Ｖａ＝Ｖｄ×Ｃｄｃｅａ/（Ｃｄｃｅａ＋Ｃ
ｌｃａ）であり、第２画素電極１９０ｂの電圧Ｖｂは、Ｖｂ＝Ｖｄ×Ｃｄｅｃｂ/（Ｃｄ
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ｅｃｂ＋Ｃｌｃｂ）である。従って、方位制御電極電圧（Ｖｄｅｃ＝Ｖｄ）が常に二つの
画素電極電圧Ｖａ、Ｖｂより大きいことになる。
【００２８】
　一方、一つの画素領域を二つに分けて両領域で少し差があるように電界が形成されれば
、二つの領域の影響が互いに補償されて側面視認性が向上される。
【００２９】
　この時、第１画素電極１９０ａの電圧Ｖａを第２画素電極１９０ｂの電圧Ｖｂより高く
設定するのであれば、Ｃｄｃｅａ/（Ｃｄｃｅａ＋Ｃｌｃａ）＞Ｃｄｃｅｂ/（Ｃｄｃｅｂ
＋Ｃｌｃｂ）を満足するようにＣｄｃｅａ、Ｃｌｃａ、Ｃｄｃｅｂ、Ｃｌｃｂを決めれば
良い。これらの静電容量は、第１及び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂと方位制御電極１
７８が重畳する面積を変更することによって調節できる。
【００３０】
　以下、本発明の第１実施例による液晶表示装置に対して、もう少し具体的に説明する。
また、本発明の薄膜トランジスタ表示板に対しても、もう少し詳細に説明する。
【００３１】
　絶縁基板１１０上にゲート線１２１が形成されており、ゲート線１２１と交差するよう
にデータ線１７１が形成されている。ゲート線１２１とデータ線１７１は互いに絶縁され
ており、これらが交差して形成する各画素領域にはゲート電極１２３ｃ、ソース電極１７
３ｃ及びドレーン電極１７５ｃの３端子を有する方位制御用薄膜トランジスタが一つずつ
形成されており、方位制御電極１７８と第１及び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂが各々
形成されている。
【００３２】
　方位制御用薄膜トランジスタは、方位制御電極１７８に印加する信号電圧を切断・接続
するためのものである。方位制御用薄膜トランジスタのゲート電極１２３ｃ、ソース電極
１７３ｃ及びドレーン電極１７５ｃは、各々ゲート線１２１、データ線１７１及び方位制
御電極１７８に連結されている。方位制御電極１７８は、液晶分子の電気的プレチルトを
制御するための方位制御電圧の印加を受けて共通電極２７０との間に方位制御電界を形成
する。ここで、方位制御電極１７８はデータ線１７１を形成する段階で、好ましくは同一
導電層で、形成される。
【００３３】
　第１及び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂは、データ線１７１やゲート線１２１と連結
されず浮遊しており、方位制御電極１７８と重なって容量性結合をしている。
【００３４】
　次は、薄膜トランジスタ表示板に対して各層構造まで考慮して詳細に説明する。
【００３５】
　絶縁基板１１０上に横方向にゲート線１２１が形成されており、ゲート電極１２３ｃが
ゲート線１２１に連結されている。ゲート線１２１の一端にはゲートパッド１２５が連結
されている。また、絶縁基板１１０上には第１及び第２維持電極線１３１ａ、１３１ｂと
第１乃至第４維持電極１３３ａ、１３３ｂ、１３４ａ、１３４ｂが形成されている。第１
及び第２維持電極線１３１ａ、１３１ｂは、各画素領域では周辺部に沿って屈曲している
が、全体的には横方向（ゲート線方向）に延びている。そして、第１及び第２維持電極１
３３ａ、１３３ｂは、各々第１及び第２維持電極線１３１ａ、１３１ｂから縦方向（デー
タ線方向）に延びる途中で屈曲し斜線方向に延びている。第３及び第４維持電極１３４ａ
、１３４ｂは、縦方向に延びる途中で屈曲し斜線方向に延びている。第１維持電極線１３
１ａ、第１及び第３維持電極１３３ａ、１３４ａからなる第１維持配線と第２維持電極線
１３１ａ、第２及び第４維持電極１３３ｂ、１３４ｂからなる第２維持配線は互いに反転
対称をなしている。ゲート配線１２１、１２３ｃ、１２５及び維持電極配線１３１ａ、１
３１ｂ、１３３ａ、１３３ｂ、１３４ｃ、１３４ｄは、アルミニウム又はその合金、クロ
ム又はその合金、モリブデン又はその合金等で構成され、必要によって物理、化学的特性
が優れたＣｒまたはＭｏ合金等からなる第１層と、抵抗が小さいＡｌまたはＡｇ合金等か
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らなる第２層の二重層で形成することもできる。
【００３６】
　ゲート配線１２１、１２３ｃ、１２５及び維持電極配線１３１ａ、１３１ｂ、１３３ａ
、１３３ｂ、１３４ａ、１３４ｂは同一導電層で形成する事が望ましく、その上には、ゲ
ート絶縁膜１４０が形成されている。
【００３７】
　ゲート絶縁膜１４０上には、非晶質シリコンなどの半導体からなる半導体層１５１、１
５４ｃが形成されている。半導体層１５１、１５４ｃは、薄膜トランジスタのチャンネル
を形成するチャンネル部半導体層１５４ｃとデータ線１７１の下に位置するデータ線部半
導体層１５１を含む。半導体層１５１、１５４ｃの上には、シリサイドまたはｎ型不純物
が高濃度にドーピングされているｎ+水素化非晶質シリコンなどの物質で作製された抵抗
性接触層１６１、１６３ｃ、１６５ｃが各々形成されている。
【００３８】
　抵抗性接触層１６１、１６３ｃ、１６５ｃ及びゲート絶縁膜１４０上には、データ配線
１７１、１７３ｃ、１７５ｃ、１７９が形成されている。データ配線１７１、１７３ｃ、
１７５ｃ、１７９は縦方向に形成され、ゲート線１２１と交差して画素を定義するデータ
線１７１、データ線１７１に連結されているソース電極１７３ｃ、ゲート電極１２３ｃの
上でソース電極１７３ｃと対向しているドレーン電極１７５ｃ、外部回路との連結のため
に幅が拡張されているデータ線のデータパッド部１７９を含む。
【００３９】
　また、ゲート線１２１とデータ線１７１が交差して形成する画素領域内には、方位制御
電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃが形成されている。この時、方位制御電極１
７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃはドレーン電極１７５ｃと連結され、図１を図中右
側から見ると下端が潰れたＶ字状外枠部１７８とＹ字状中央部１７８ａ、１７８ｂ、１７
８ｃで構成される。
【００４０】
　データ配線１７１、１７３ｃ、１７５ｃ、１７９及び方位制御電極１７８、１７８ａ、
１７８ｂ、１７８ｃはアルミニウムやその合金、クロムやその合金、モリブデンやその合
金などで構成され、必要によって物理、化学的特性が優れたＣｒまたはＭｏ合金などから
なる第１層と、抵抗が小さいＡｌまたはＡｇ合金などからなる第２層の二重層で形成する
こともできる。データ配線１７１、１７３ｃ、１７５ｃ、１７９の上には、窒化ケイ素な
どの無機絶縁膜または有機絶縁膜からなる保護膜１８０が形成されている。
【００４１】
　保護膜１８０上には、第１及び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂが形成されている。第
１画素電極１９０ａは二対の斜線方向切開部１９４ａ、１９４ｂと１９５ａ、１９５ｂと
を有し、第２画素電極１９０ｂは一対の斜線方向切開部１９２ａ、１９２ｂを有する。斜
線方向切開部１９２ａ、１９２ｂ、１９３ａ、１９３ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ
、１９５ｂは画素領域を上下に両分する線を中心にして反転対称をなしている。この時、
切開部１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂは方位制御電極１
７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃと重畳する。
【００４２】
　一方、第１及び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂにおいても、画素領域を上下に二分す
る線を対称軸とする反転対称をなしている。
【００４３】
　第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂを分ける境界は、ゲート線１２１に対し
て４５°をなす部分１９３ａ、１９３ｂと垂直をなす部分がある。このうち４５°をなす
二つの部分１９３ａ、１９３ｂが垂直をなす部分より長さが長い。また、４５°をなす二
つの部分１９３ａ、１９３ｂは互いに垂直をなし、維持電極１３３ａ、１３３ｂと重畳す
る。
【００４４】
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　本実施例では、第２画素電極１９０ｂが上下に分離されているが、第２画素電極１９０
ｂを二つに分ける横方向切開部１９１はゲート線１２１と平行に形成されている。上下に
分離された二つの第２画素電極１９０ｂは、横方向切開部１９１に対して反転対称をなし
ているので、互いに分離されているが実質的に同一な電位を有する。
【００４５】
　また、保護膜１８０上には、保護膜１８０とゲート絶縁膜１２１を貫通する接触孔１８
３を通じてゲート線１２１の始端部（ゲートパッド）１２５と連結される接触補助部材９
５と、保護膜１８０を貫通する接触孔１８４を通じてデータ線１７１の始端部（データパ
ッド）１７９と連結される接触補助部材９７が形成されている。ここで、画素電極１９０
ａ、１９０ｂと接触補助部材９５、９７はＩＺＯで形成されている。画素電極１９０ａ、
１９０ｂ及び接触補助部材９５、９７はＩＴＯで形成することもできる。
【００４６】
　以上、画素電極１９０ａ、１９０ｂは、画素領域を複数のドメインに分割するための切
開部パターン１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを
有し、切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂは
方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃと重なっている。即ち、液晶表示装
置を上から見たとき方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃが切開部１９１
、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを通じて露出して見え
るように方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃと切開部１９１、１９２ａ
、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを重畳配列する。
【００４７】
　一方、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂ、１７８ｃは、ゲート配線１２１、１
２３ｃ、１２５と同じ層に形成することもできる。また、方位制御電極１７８、１７８ａ
、１７８ｂ、１７８ｃ上部の保護膜１８０を除去し、トレンチを形成することもできる。
【００４８】
　次は、色フィルター表示板について詳細に説明する。
【００４９】
　ガラスなどの透明な絶縁物質からなる基板２１０の下面に光漏れを防止するためのブラ
ックマトリックス２２０と赤、緑、青の色フィルター２３０及びＩＴＯまたはＩＺＯなど
の透明な導電物質からなる共通電極２７０が形成されている。
【００５０】
　液晶層３に含まれている液晶分子は、画素電極１９０ａ、１９０ｂと共通電極２７０と
の間に電界が印加されない状態でその方向子（普通は長軸の方向）が下部基板１１０と上
部基板２１０に対して垂直をなすように配向され、負の誘電率異方性を有する。下部基板
１１０と上部基板２１０は、画素電極１９０ａ、１９０ｂが色フィルター２３０と対応し
て正確に重なるように整列される。
【００５１】
　このようにすれば、画素領域は切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４
ｂ、１９５ａ、１９５ｂ及び二つの画素電極１９０ａ、１９０ｂの境界１９３ａ、１９３
ｂにより複数の小ドメインに分割される。また、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８
ｂ、１７８ｃにより分割されたドメイン内で液晶の配向がさらに安定する。なお、第１画
素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂに互いに異なる電位が印加されるようにすること
で側面視認性を向上できる。
【００５２】
　上記では、液晶分子が負の誘電率異方性を有し、基板１１０、２１０に対して垂直配向
されている場合を例として挙げたが、正の誘電率異方性を有する液晶分子を基板１１０、
２１０に対して水平配向して液晶層３を形成することもできる。
【００５３】
　図１乃至３に示した薄膜トランジスタ表示板の構造は、５回の写真エッチング工程で製
造しているが、第１実施例による薄膜トランジスタ表示板は４回の写真エッチング工程で



(9) JP 4452513 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

製造することもできる。この場合には、データ配線と方位制御電極が非晶質シリコン層、
抵抗性接触層及び金属層の３重層で形成され、これらの三つの層の平面パターンが実質的
に同一なパターンになるという特徴がある。これは、一つの感光膜を用いて非晶質シリコ
ン層、抵抗性接触層及び金属層をパターニングするためである。このような製造工程に関
しては、液晶表示装置に対する通常の知識を有する者に一般に知られていることであるの
で具体的な説明は省略する。
【００５４】
　上記のような液晶表示装置で、ドメインを分割する役割は画素電極の切開部が行い、方
位制御電極と維持電極がドメインの安定性を強化する。従って、切開部と方位制御電極及
び維持電極の配置によってドメイン分割の可否が決まることもあり、ドメインの安定性も
これらの配置によって大きく影響される。
【００５５】
　図５は本発明の第２実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図であ
る。第２の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板は、図１では横方向切開
部１９１によって、上下に分離されていた第２画素電極１９０ｂが中央の連結部Ｃにより
一つに連結されることを除けば第１の実施例と同様である。
【００５６】
　第１及び第２の実施例では、画素電極１９０ａ、１９０ｂを浮遊させたが、これとは異
なって、薄膜トランジスタを通じて電位を印加することもできる。以下、その方法につい
て説明する。
【００５７】
　図６は本発明の第３の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
あり、図７は図６のＶＩＩ-ＶＩＩ’線に沿った断面図であり、図８は本発明の第３の実
施例による液晶表示装置の回路図である。
【００５８】
　本発明の第３の実施例による液晶表示装置も、薄膜トランジスタ表示板、これと対向す
る色フィルター表示板及びこれらの間に注入されている液晶層で構成されており、薄膜ト
ランジスタ表示板のゲート配線１２１、データ線１７１、維持電極線１３１などの基本配
線構造に関しても第１の実施例とほぼ同様である。しかし、第３の実施例では、各画素領
域ごとに３個の薄膜トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３が配置され、方位制御電極１７８が第
１画素電極１９０ａとのみ容量性結合を行い、第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９
０ｂを容量性で結合する結合電極１７６が形成されることが第１の実施例と異なる点であ
る。
【００５９】
　第３実施例による液晶表示装置で、各画素領域には図８下端の次段ゲート線に連結され
ているゲート電極１２３ａ、図８中、右端の次段データ線に連結されているソース電極１
７３ａｂ（Ｔ３と兼用）及び第１画素電極１９０ａに連結されているドレーン電極１７５
ａを含む第１画素電極用薄膜トランジスタＴ１、前段のゲート線１２１に連結されている
ゲート電極１２３ｃ、図８中、左端の前段データ線１７１に連結されているソース電極１
７３ｃ及び方位制御電極１７８に連結されているドレーン電極１７５ｃを有する方位制御
電極用薄膜トランジスタＴ２、及び前段のゲート線１２１に連結されているゲート電極１
２３ｂ、図８中、右端の次段のデータ線１７１に連結されているソース電極１７３ａｂ（
前出）及び第１画素電極１９０ａに連結されているドレーン電極１７５ｂを有する第２画
素電極用薄膜トランジスタＴ３がそれぞれ一つずつ形成されている。
【００６０】
　方位制御電極１７８は第１画素電極１９０ａと容量性結合しており、画素領域には第１
画素電極１９０ａと連結されている結合電極１７６が形成されており、結合電極１７６は
、第２画素電極１９０ｂと重複し第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂを容量性
で結合する。
【００６１】
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　図８では、方位制御電極１７８と第１画素電極１９０ａとの間の静電容量をＣｄｃｅａ
、第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂとの間の静電容量をＣｄｃｅｂ、第１及
び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂと色フィルター表示板の共通電極２７０との間の液晶
容量をそれぞれＣｌｃａ及びＣｌｃｂ、第１画素電極１９０ａと維持電極線１３１ａ、１
３１ｂとの間の容量をＣｓｔ、方位制御電極１７８と共通電極２７０の間の静電容量をＣ
ｄｃと表示する。
【００６２】
　本発明による液晶表示装置の画素電極１９０ａ、１９０ｂは、切開部１９１、１９２ａ
、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを有し、この切開部１９１、１９
２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを通じて方位制御電極１７８
及び結合電極１７６による電界が横に広がるように方位制御電極１７８及び結合電極１７
６と切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂが重
なっている。切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９
５ｂを通じて広がる方位制御電極１７８及び結合電極１７６の電界によって液晶分子が電
気的プレチルトを有するようになり、電気的プレチルトを有する液晶分子は、画素電極の
電界が印加されると乱れることなく電気的プレチルトにより定められた方位に速かに配向
される。
【００６３】
　また、第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂに互いに異なる電位が印加される
ようにすることで側面視認性を向上させることができる。
【００６４】
　このような構造の液晶表示装置に点（ドット）反転駆動を適用すれば、図８の上端部を
通る前段ゲート線１２１（番号Ｎ-１）のオン信号によって、図示されている前段のトラ
ンジスタＴ２とＴ３が共にオンになり、方位制御電極１７８には正（＋）極性の階調電圧
が充電され、第１画素電極１９０ａには負（－）極性の階調電圧が充電される。従って、
方位制御電極１７８の初期電圧Ｖｄｃｅは、左右二つのデータ線から印加される正極性階
調電圧と負極性階調電圧間の差となる。以後、図８の下端部を通る次段のゲート線（番号
Ｎ）にオン信号が印加されて次段のＴ１がオンになるときは、Ｔ２及びＴ３は両方オフと
なり方位制御電極１７８が浮遊状態に置かれることになるので、方位制御電極電圧は第１
画素電極１９０ａに充電される電圧ＶａとＶｄｃｅ－Ｖａ分の差を維持しながら共に上昇
する。
【００６５】
　このように、第３の実施例による構造では、方位制御電極電圧が第１画素電極１９０ａ
の電圧より常にＶｄｃｅ－Ｖａの分高くなることで液晶配列の電気的プレチルト角が確保
される。
【００６６】
　ここで、図８を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにおい
てゲート電極とドレーン電極との間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝Ｖｄ１＋[－Ｃ３×Ｖｄ１＋（Ｃ２＋Ｃ３）Ｖｄ２＋Ｃ２×Ｖｄ３]/（Ｃ２＋
Ｃ３）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ
　ここで、各トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３に印加される電圧は、それぞれＶｄ１、Ｖｄ
２及び－Ｖｄ３である。
【００６７】
　一方、第１画素電極１９０ａの電圧をＶａとし、第２画素電極１９０ｂの電圧をＶｂと
すれば、図８で電圧分配法則により、Ｖｂ＝Ｖａ×Ｃｄｃｅｂ/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ
）となる。ここで、Ｃｄｃｅｂ/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）は常に１より小さいのでＶａ
がＶｂより常に、パターン設計で定まる一定比率高い電圧を有するようになる。
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【００６８】
　このように、一つの画素領域内で異なる電圧の二つの画素電極を配置することにより、
二つの画素電極が互いに補償し側面視認性を向上させる。
【００６９】
　図９及び図１０は、各々本発明の第４及び第５の実施例による液晶表示装置の回路図で
ある。第４実施例は、図９のように、方位制御電極用薄膜トランジスタＴ２のソース電極
が接地されていることが第３の実施例と異なる。ソース電極を接地させることはソース電
極を維持電極線に連結することで可能となる。このためには、保護膜とゲート絶縁膜を貫
通して、維持電極線を露出する接触孔と保護膜を貫通してソース電極を露出する接触孔を
通じて両者を連結するソース電極連結部を保護膜上に形成することが必要である。
【００７０】
　ここで、図９を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにおい
て、ゲート電極とドレーン電極との間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝Ｖｄ１＋[－Ｃ３×Ｖｄ１＋Ｃ２×Ｖｄ３]/（Ｃ２＋Ｃ３）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ
　第５の実施例は、図１０のように、第２画素電極用薄膜トランジスタＴ３のソース電極
が接地されていることが第３の実施例と異なる。ソース電極を接地させることは、ソース
電極を維持電極線に連結することで可能となる。このためには、保護膜とゲート絶縁膜を
貫通して、維持電極線を露出する接触孔と保護膜を貫通してソース電極を露出する接触孔
を通じて両者を連結するソース電極連結部を保護膜上に形成することが必要である。
【００７１】
　ここで、図１０を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにお
いてゲート電極とドレーン電極との間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝Ｖｄ１＋[－Ｃ３×Ｖｄ１＋（Ｃ２＋Ｃ３）×Ｖｄ２）]/（Ｃ２＋Ｃ３）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ
　図１１は本発明の第６の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図
であり、図１２は本発明の第６の実施例による液晶表示装置回路図である。
【００７２】
　第６の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板は、第２画素電極用薄膜ト
ランジスタが省略されたことが第３の実施例と異なる。
【００７３】
　ここで、図１２を参照してＶｄｃｅを求めると次の通りである。次の数式を求めるにお
いてゲート電極とドレーン電極間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝（Ｃ１＋Ｃ３）[（２－Ｃ３/Ｃ２）Ｖｄ１＋Ｖｄ２]/２Ｃ２＋Ｃ１
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ
　第３乃至第６の実施例による液晶表示装置では、結合電極１７６を利用して第１画素電
極１９０ａと第２画素電極１９０ｂを容量性で結合する。しかし、方位制御電極１７８を
利用して第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂを容量性で結合することもできる
。以下、その方法について説明する。
【００７４】
　図１３は本発明の第７の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図
であり、図１４は本発明の第７の実施例による液晶表示装置回路図である。
【００７５】
　本発明の第７の実施例による液晶表示装置も、薄膜トランジスタ表示板、これと対向す
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る色フィルター表示板及びこれらの間に注入されている液晶層で構成される。薄膜トラン
ジスタ表示板のゲート配線１２１、データ線１７１、維持電極線１３１などの基本配線構
造及び３個の薄膜トランジスタＴ１、Ｔ２、Ｔ３も第３の実施例とほぼ同様である。
【００７６】
　しかし、第７の実施例では結合電極が省略され、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７
８ｂが第１画素電極１９０ａは勿論、第２画素電極１９０ｂとも容量性で結合することが
第３の実施例と異なる。
【００７７】
　図１４では、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂと第１画素電極１９０ａとの間
の静電容量をＣｄｃｅａ、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂと第２画素電極１９
０ｂとの間の静電容量をＣｄｃｅｂ、第１及び第２画素電極１９０ａ、１９０ｂと色フィ
ルター表示板の共通電極２７０との間の液晶容量をそれぞれＣｌｃａ及びＣｌｃｂ、第１
画素電極１９０ａと維持電極線１３１ａ、１３１ｂとの間の容量をＣｓｔ、方位制御電極
１７８、１７８ａ、１７８ｂと共通電極２７０との間の静電容量をＣｄｃと表示する。
【００７８】
　第７の実施例による液晶表示装置の画素電極１９０ａ、１９０ｂも切開部１９１、１９
２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを有し、この切開部１９１、
１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂを通じて方位制御電極１
７８、１７８ａ、１７８ｂによる電界が横に広がれるように方位制御電極１７８、１７８
ａ、１７８ｂと切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１
９５ｂが重なっている。切開部１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９
５ａ、１９５ｂを通じて広がる方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂの電界によって
液晶分子が電気的プレチルトを有するようになり、電気的プレチルトを有する液晶分子は
画素電極の電界が印加されると乱れることなく電気的プレチルトにより定められた方位に
速やかに配向される。
【００７９】
　また、第１画素電極１９０ａと第２画素電極１９０ｂに互いに異なる電位が印加される
ようにすることで側面視認性を向上できる。
【００８０】
　このような構造の液晶表示装置に点反転駆動を適用すれば、前段ゲート線（番号Ｎ-１
）のオン信号によりＴ２とＴ３が共にオンとなり、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７
８ｂに正（＋）極性の階調電圧が充電され、第１画素電極１９０ａには負（－）極性の階
調電圧が充電される。従って、方位制御電極１７８の初期電圧Ｖｄｃｅは、左右二つのデ
ータ線から印加される正極性階調電圧と負極性階調電圧間の差異となる。以後、次段のゲ
ート線（番号Ｎ）にオン信号が印加されＴ１がオンになる時は、Ｔ２及びＴ３は両方オフ
となり方位制御電極１７８が浮遊状態に置かれるようになるので、方位制御電極電圧は、
第１画素電極Ｖａ画素電極に充電される電圧とＶｄｃｅ－Ｖａ分の差を維持しながら共に
上昇する。
【００８１】
　このように、第７の実施例による構造では、方位制御電極電圧が第１画素電極１９０ａ
の電圧より常にＶｄｃｅ－Ｖａ分高くなることで、液晶配列の電気的プレチルト角が確保
される。
【００８２】
　ここで、図１４を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにお
いて、ゲート電極とドレーン電極間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝Ｖｄ１＋[－Ｃ３×Ｖｄ１＋（Ｃ２＋Ｃ３）Ｖｄ２＋Ｃ２×Ｖｄ３]/（Ｃ２＋
Ｃ３）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
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　一方、方位制御電極１７８、１７８ａ、１７８ｂの電圧をＶｄｃｅ、第２画素電極１９
０ｂの電圧をＶｂとすれば、図１４で、電圧分配法則によりＶｂ＝Ｖｄｃｅ×Ｃｄｃｅｂ
/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）となる。このように、一つの画素領域内に異なる電圧の二つ
の画素電極を配置することで、二つの画素電極が互いに補償し側面視認性を向上させる。
【００８３】
　図１５及び図１６は各々本発明の第８及び第９の実施例による液晶表示装置回路図であ
る。
【００８４】
　第８の実施例は、図１５のように、方位制御電極用薄膜トランジスタＴ２のソース電極
が接地されていることが第７の実施例と異なる。ソース電極を接地させることは、ソース
電極を維持電極線に連結することで可能となる。このためには、保護膜とゲート絶縁膜を
貫通して維持電極線を露出する接触孔と保護膜を貫通してソース電極を露出する接触孔を
通じて両者を連結するソース電極連結部を保護膜上に形成することが必要である。
【００８５】
　ここで、図１５を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにお
いてゲート電極とドレーン電極間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝Ｖｄ１＋[－Ｃ３×Ｖｄ１＋Ｃ２×Ｖｄ３]/（Ｃ２＋Ｃ３）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
　第９の実施例は、図１６のように、第２画素電極用薄膜トランジスタＴ３のソース電極
が接地されていることが第７の実施例と異なる。ソース電極を接地させることは、ソース
電極を維持電極線に連結することで可能となる。このためには、保護膜とゲート絶縁膜を
貫通して維持電極線を露出する接触孔と保護膜を貫通してソース電極を露出する接触孔を
通じて両者を連結するソース電極連結部を保護膜上に形成することが必要である。
【００８６】
　ここで、図１６を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにお
いてゲート電極とドレーン電極間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝Ｖｄ１＋[－Ｃ３×Ｖｄ１＋（Ｃ２＋Ｃ３）Ｖｄ２）]/（Ｃ２＋Ｃ３）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
　図１７は本発明の第１０の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置
図であり、図１８は本発明の第１０の実施例による液晶表示装置回路図である。第１０の
実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板は、第２画素電極用薄膜トランジス
タが省略されたことが第７の実施例と異なり、それ以外の構造は同様である。
【００８７】
　ここで、図１８を参照してＶｄｃｅを求めれば次の通りである。次の数式を求めるにお
いてゲート電極とドレーン電極間の寄生容量は考慮していない。
Ｖｄｃｅ＝（Ｃ１＋Ｃ３）[（２－Ｃ３/Ｃ２）Ｖｄ１＋Ｖｄ２]/（２Ｃ２＋Ｃ１）
Ｃ１＝Ｃｌｃａ＋Ｃｓｔ
Ｃ２＝Ｃｄｃｅａ
Ｃ３＝Ｃｄｃ＋（Ｃｄｃｅｂ×Ｃｌｃｂ）/（Ｃｄｃｅｂ＋Ｃｌｃｂ）
　以上、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに
限定されず、請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の多様な変形
及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
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【図２】図１のＩＩ-ＩＩ’線に沿った断面図である。
【図３】図１のＩＩＩ-ＩＩＩ’線に沿った断面図である。
【図４】本発明の第１の実施例による液晶表示装置回路図である。
【図５】本発明の第２の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【図６】本発明の第３の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図で
ある。
【図７】図６のＶＩＩ-ＶＩＩ’線に沿った断面図である。
【図８】本発明の第３実施例による液晶表示装置回路図である。
【図９】本発明の第４実施例による液晶表示装置回路図である。
【図１０】本発明の第５実施例による液晶表示装置回路図である。
【図１１】本発明の第６の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図
である。
【図１２】本発明の第６の実施例による液晶表示装置回路図である。
【図１３】本発明の第７の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置図
である。
【図１４】本発明の第７実施例による液晶表示装置回路図である。
【図１５】本発明の第８実施例による液晶表示装置回路図である。
【図１６】本発明の第９実施例による液晶表示装置回路図である。
【図１７】本発明の第１０の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ表示板の配置
図である。
【図１８】本発明の第１０の実施例による液晶表示装置の回路図である。
【符号の説明】
【００８９】
　　　３　液晶層　　
１１０、２１０　基板　　
１２１　ゲート線
１２３ｃ　ゲート電極
１４０　ゲート絶縁膜
１５１、１５４ｃ　半導体層
１７１　データ線
１７３ｃ　ソース電極
１７５ｃ　ドレーン電極
１７６　結合電極
１７８　方位制御電極　　
１８０　保護膜
１９０ａ、１９０ｂ　画素電極　　
１９１、１９２ａ、１９２ｂ、１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂ切開部
２３０　色フィルター　　
２７０　共通電極
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种液晶显示装置，其制造工艺简单并且形成稳定
的多畴。 解决方案：具有切口部分的第一和第二像素电极形成在由栅极
线和数据线的交叉限定的像素区域中，并且方向控制电极与这两个像素
电极的切口部分重叠形成了。在取向控制电极连接到所述薄膜晶体管被
连接到从第一像素电极之间形成的电容的栅极线和数据线，定向控制电
极和方位控制电极和第二像素电极并且调整重叠区域，使得由预定量形
成的静电电容的大小增加。通过这样做，改善了域的稳定性，并且通过
形成在一个像素区域中施加不同电压的两个像素电极，可以提高侧面可
视性。 点域1
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